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３次元プロセスデバイスシミュレータによる IGBT の特性を計算し、

ラッチアップについて検討をしたので報告する。 

図１は３次元プロセスシミュレータによる作成した縦型 IGBT 構造で

ある。形状を高精度に表現出来る非構造四面体メッシュをベースに用い

ている。図２は界面情報を抽出している例で、これを介してプロセスと

デバイスで異なるメッシュを使うことが出来る。 

IGBT は動作が複雑なのに関わらずパラメータや依存性等については

あまり報告例が無い。そこで、本報告では IGBT の動作の理解を助ける

パラメータ依存性に関して報告する。図３は寄生サイリスタのラッチア

ップを理解するために SRHモデルのライフタイムを変化させたときのコ

レクタ電流のコレクタ電圧依存性である。ラッチアップをしていないと

きは、1mA 程度のコレクタ電流が流れるが、ラッチアップが起きると  図１ 解析構造  

100mA 程度流れ、p-ベース領域全体に電流が導通してしまう。 

ライフタイムを短くすると、コレクタ電圧 0.8V 以下ではダイオードの電流は増えるが、0.8V

以上では逆にコレクタから n-ベース領域にはいった正孔が p-ベースに到達する割合が減少するた

め電流が減少し、ラッチアップが抑制される。n-ベース層厚依存性、p-コレクタ層依存性、３次元

的効果に関しても報告し、３次元プロセスデバイスシミュレーションでデバイス内の物理量分布

を見ることにより電流特性がきちんと説明出来ることを示す。  
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図２ 界面の抽出例           図 3 ライフタイムとラッチアップの関係 
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